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Kurzbeschreibung:  
 

Die Professur für Leistungselektronik an der TU Chemnitz beschäftigt sich 
mit der Robustheit und Zuverlässigkeit von Leistungshalbleiter-Bauelemen-
ten. Der Fokus liegt vor allem in den Bereichen der Überlastfähigkeit (Kurz-
schluss, Stoßstrom, Avalanche) und der Lastwechselfestigkeit. Dabei wer-
den die unterschiedlichen Halbleitermaterialien Si, SiC und GaN berück-
sichtigt. Halbleiter- und thermo-mechanische Simulationen auf FEM-Basis 
finden Anwendung, um das Verständnis interner physikalischer Vorgänge 
im Detail zu beleuchten. 
 

Aktuelle Forschungsthemen bzgl. Leistungselektronik (Auszug): 
 

• Optimierung und Verständnisaufbau von Drifteffekten an                  
SiC MOSFETs (VTH/Gateoxid-Stabilität, Bipolardegradation) 

• Halbleitersimulation mit Fokus auf das physikalische Verständnis 
von Leistungshalbleitern (z.B.Bodydioden-Verhalten von SiC  
MOSFETs)  

• Auslegungen für erhöhte Stoßstrom- und Avalanchefestigkeit 
• Verbesserte Lastwechselmodelle im Bereich kleiner Temperatur-

hübe 
• Lastwechselfestigkeit und Fehlermodi neuer Gehäuse- und Ver-

bindungstechnologien 
• Neue Lastwechseltestmethoden (Schaltverlustheizen) 
• Stabilität von GaN Bauteilen (RDS,ON, temperatur-sensitive elektri-

sche Parameter, Lastwechselfestigkeit) 
 

Dienstleistungsangebote: 
  

• Dynamische und statische Charakterisierungen von Leistungshalb-
leiter-Bauelementen 

• Überlastcharakterisierung (Stoßstrom inkl. AKS, Kurzschluss, 
Avalanche) 

• Zuverlässigkeitstests (Lastwechsel, Thermal Shock, (step)-HTGB, 
DGS, H(3)TRB) 

• Fehleranalysen (inkl. Ultraschall, Mikroskopie und Pull-Tests) 

 

Webseite: https://www.tu-chemnitz.de/etit/le/  

Publikationen:                                                                              
https://www.tu-chemnitz.de/etit/le/Forschung/Publikationen/publikationen.php  

Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. Thomas Basler                                     
ddddd   dfdf           thomas.basler@etit.tu-chemnitz.de 
 

Halbleitersimulation - 
IGBT im Kurzschluss 

Bonddrahtabgang nach 
Lastwechseltest 

Stromdichte 

Simulation der Temperatur-
verteilung im Lastwechsel 

Stacking Faults in einem       
SiC MOSFET nach repetitiven 
Stoßstrom  


